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※概要（Summary）： 
半導体デバイスは微細化によってその性能向上や消費

電力低下を図ってきたが、微細化が物理的限界に近付く

に伴い、微細化による弊害も顕著になってきている。我々

は優れた電気特性を持つグラフェンやカーボンナノチュ

ーブといったナノカーボン材料をトランジスタのチャネル

材料や配線材料として用いることにより、微細化に頼らず

に LSI の低消費電力化を目指している。 
 本実験では、化学気相合成法により形成したグラフェン

を利用してトランジスタを作製した。トランジスタの電気特

性はグラフェンの状態（しわや亀裂など）に依存する可能

性があるため、その状態を走査型電子顕微鏡(SEM)や
原子力間顕微鏡(AFM)により観察した。 
 
※実験（Experimental）： 
利用した装置 
・高分解能電界放出電子顕微鏡(FE-SEM) 

・ナノサーチ顕微鏡(SPM3) 
 

Si/SiO2 基板に堆積された銅薄膜上に合成されたグラフ

ェンを、別の SiO2/Si 基板に転写し、ソース・ドレイン電極、

及びバックゲートを形成し、トランジスタを作製した。 
その後、走査型電子顕微鏡、ナノサーチ顕微鏡によりグラ

フェンチャネルの状態を観察した。 
 

※結果と考察（Results and Discussion）： 
Fig. 1 は作製したトランジスタのチャネル部分の SEM 像

である。Fig. 1 (a)のように明らかにしわや亀裂があるもの

があった一方、Fig. 1 (b)のように比較的きれいな状態の

ものもあった。電気特性は、亀裂があるもの、しわがあるも

のの方が悪い、という傾向があり、グラフェンの物理的状

態が電気特性に影響を及ぼすことが明らかになった。今

後は、グラフェン表面のコンタミネーションが電気特性にど

のような影響を及ぼすか、についても調査していきたい。 

 
Fig. 1 グラフェンチャネルの SEM 像 

 
※その他・特記事項（Others）： 
特になし。 
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